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Abstract
Ferroelectic Pb(Zr,Ti)00 thin ilms were grown by metalorganic chemical vapOr deposi―
tion using Pb(DP卜I12,Zr(DPふ/1)4 and Ti(DPふ/1)2(i~OCeH3)and N02 gaS Pb(Zr,Ti)03 thin
ilms、、アere obtained at substrates temperature higher than 600°C and contr01ed the carrier gas
nott rati。,Zr,Ti and Pb precursors,respectively
Obtained Pb(Zr,Ti)03 illnS ttrere analyzed crystal structual and cheHlical bond by using X―
ray dittraction and X―ray phOtOelectron spectoroscopy  The lattice parametres of the PZT nlm
is a=4123A,β=8975°and the chernical fOrnaula is estinaated Pb(Zr0 43,Ti013)0213 frOrn xps
analysis_ It cOuld not rneasured the dielectric and ferrOelectric properties,because the PZT Iilm
sho、vs high electrical cOnductivity  The deposited PZT Iilms、lere annealed in oxygen gas(low
at lh and 2kg/c■1  atmOSphere  The conductivity of the nllns increased  The dielectric
constant(es),remanent polarization(Pr)and coercive Field(Ec)were Obtained 480,21 54 μC/
cm2 and 42 kV/cm,respect市ely
1.まえ が き
近年,新機能デバイスを念頭においたセラ
ミックス材料の薄膜化が活発に進められてい
る。薄膜化は材料の極限状態の一形態としてセ
ラミックスにない優れた可能性を含んでいると
ともにデバイスとして実用化する場合,集積
化,多機能化等半導体技術の延長線上にあり注
目されている。すで に,Pb(Zr,Ti)03(PZT),
PbLa(Zr,Ti)03(PLZT),Bi4Ti3012(BIT)お
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よびBa2NaNb5015(BNN)等の強誘電体の薄
膜化の研究が活発に進められているが結晶性お
よび電気的諸特性等多くの解決すべき問題点を
抱えている。強誘電体は良く知られているよう
に,高誘電率,優れた圧電性,焦電性および電
気光学効果等優れた特性を有している。1987年
IEDMおよび1988年ISSCCにおいて強誘電
体メモリーの発表が行われて以来,強誘電体薄
膜の研究が脚光を浴びている。半導体メモリー
は強誘電体薄膜を使用することにより64 Mbit
以上のDRAMをプレーナ形で実現出来る可能
性を秘めいるり。本報告はMOCVD法による
Pb(TI,Zr)o3薄膜の合成法と評価について述
べる。
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